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Аннотация. Приводятся результаты исследований по выращиванию 
крупногабаритных кристаллов CsI, активированных Tl+ и дополнительно 
легированных Na+ и CO3

2–.  В данной работе в основном легирование 
рассматривается с позиций целенаправленного изменения теплофизических 
свойств материала с целью изменения условий тепломассопереноса в 
растущем кристалле. На примере кристалла CsI(Tl) сформулированы 
принципы, позволяющие оптимизировать значения концентраций примесей 
по критериям улучшения условий роста кристаллов и обеспечения заданных 
сцинтилляционных характеристик выросших кристаллов. Предложены 
способы введения примесей в расплав, позволяющие получать кристаллы с 
контролируемым содержанием всех трех примесей одновременно.  Дается 
объяснение механизма влияния примесного состава кристалла на процессы 
тепломассопереноса в ростовой установке. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель настоящей работы состояла в анализе условий роста сложноле-

гированных кристаллов CsI(Tl,Na,CO3) диаметром 250 и 400 мм для 
получения дополнительной информации об общности влияния 
поглощающей в ИК области примеси на тепловые условия роста. 
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Сопоставление положения полос поглощения со спектральной плотностью 
распределения энергии b(T,ln) абсолютно черного тела при температуре 
900K (кривая 1) приведено на Рис. 2. 
Кривая 2 соответствует спектру излучения абсолютно черного тела, прошедшего 
через кристалл, с учетом реальных значений коэффициента поглощения k вне 
[8] и в пределах контура полос поглощения [7] иона CO3

2– в CsI для кристалла 
толщиной 25 см с содержанием карбоната CK = 110–3 мол %. Видно, что для 
кристалла  
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ВЫВОДЫ 
 

Проведен анализ условий роста кристаллов диаметром 250 и 400 мм в 
зависимости от концентрации примеси. Получено подтверждение 
общности вывода о существенном влиянии поглощающей в ИК-области 
примеси на тепловые условия роста. Показано, что с увеличением 
диаметра кристалла эффект примесного легирования выражен заметно 
сильнее. 

Продемонстрирована целесообразность такого подхода при выращивании 
крупногабаритных кристаллов, поскольку при этом можно использовать 
меньшие концентрации примеси в таких количествах, когда основные 
сцинтилляционные свойства материала заведомо не ухудшаются. 
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